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Теоретическая часть

1 Задание 1. Расчет схемы эмиттерного повторителя

1.1 Исходные данные

Приводится исходные данные для расчета
Приводится схема электрическая принципиальная на рисунке 1
Рисунок 1 — Схема с общим коллектором

1.2 Расчет параметров элементов схемы

Приводится расчет параметров элементов схемы. Все формулы приводятся сначала в общем виде, потом с подстановкой числовых значений. Единицы измерения указываются в обязательном порядке в соответствии с системой измерений в РФ.
1.3 Расчет электрических и тепловых режимов работы элементов электрической схемы

Приводится расчет электрических и тепловых параметров элементов схемы. Все формулы приводятся сначала в общем виде, потом с подстановкой числовых значений. Единицы измерения указываются в обязательном порядке в соответствии с системой измерений в РФ.
2 Задание 2. Расчет схемы эмиттерного повторителя на составном биполярном транзисторе по схеме Дарлингтона

2.1 Исходные данные для расчета

Приводится исходные данные для расчета согласно варианта и схема электрическая принципиальная по ГОСТ
2.2 Расчет электрических и тепловых режимов работы элементов электрической схемы

Приводится расчет электрических и тепловых параметров элементов схемы. Все формулы приводятся сначала в общем виде, потом с подстановкой числовых значений. Единицы измерения указываются в обязательном порядке в соответствии с системой измерений в РФ.
3 Задание 3. Расчет схемы с общим эмиттером

3.1 Исходные данные
Приводится исходные данные для расчета
Приводится схема электрическая принципиальная на рисунке 
3.2 Расчет параметров элементов схемы

Приводится расчет параметров элементов схемы. Все формулы приводятся сначала в общем виде, потом с подстановкой числовых значений. Единицы измерения указываются в обязательном порядке в соответствии с системой измерений в РФ.
3.3 Расчет электрических и тепловых режимов работы элементов электрической схемы

Приводится расчет электрических и тепловых параметров элементов схемы. Все формулы приводятся сначала в общем виде, потом с подстановкой числовых значений. Единицы измерения указываются в обязательном порядке в соответствии с системой измерений в РФ.
4 Задание 4. Расчет схемы с общей базой

4.1 Исходные данные

Приводится исходные данные для расчета
Приводится схема электрическая принципиальная на рисунке 
4.2 Расчет параметров элементов схемы

Приводится расчет параметров элементов схемы. Все формулы приводятся сначала в общем виде, потом с подстановкой числовых значений. Единицы измерения указываются в обязательном порядке в соответствии с системой измерений в РФ.
4.3 Расчет электрических и тепловых режимов работы элементов электрической схемы

Приводится расчет электрических и тепловых параметров элементов схемы. Все формулы приводятся сначала в общем виде, потом с подстановкой числовых значений. Единицы измерения указываются в обязательном порядке в соответствии с системой измерений в РФ.
Практическая часть

5 Задание 1. Исследование схемы эмиттерного повторителя на симуляторе MultiSIM
5.1 Исходные данные 

Приводится схема электрическая принципиальная с указанием параметров всех элементов.
5.2 Сведения на проект в симуляторе MultiSIM
Приводится ссылка на публичный проект 
5.3 Результаты исследования 

Приводятся АЧХ и ФЧХ для исследуемой схемы.
Описываются результаты сравнения теоретической и практической части
6 Задание 2. Исследование схемы эмиттерного повторителя на составном биполярном транзисторе по схеме Дарлингтона на симуляторе MultiSIM
6.1 Исходные данные 

Приводится схема электрическая принципиальная с указанием параметров всех элементов.
6.2 Сведения на проект в симуляторе MultiSIM
Приводится ссылка на публичный проект 
6.3 Результаты исследования 

Приводятся АЧХ и ФЧХ для исследуемой схемы.
Описываются результаты сравнения теоретической и практической части
7 Задание 3. Исследование схемы с общим эмиттером на симуляторе MultiSIM
7.1 Исходные данные 

Приводится схема электрическая принципиальная с указанием параметров всех элементов.
7.2 Сведения на проект в симуляторе MultiSIM
Приводится ссылка на публичный проект 
7.3 Результаты исследования 

Приводятся АЧХ и ФЧХ для исследуемой схемы.
Описываются результаты сравнения теоретической и практической части
8 Задание 4. Исследование схемы с общей базой на симуляторе MultiSIM
8.1 Исходные данные 

Приводится схема электрическая принципиальная с указанием параметров всех элементов.
8.2 Сведения на проект в симуляторе MultiSIM
Приводится ссылка на публичный проект 
8.3 Результаты исследования 

Приводятся АЧХ и ФЧХ для исследуемой схемы.
Описываются результаты сравнения теоретической и практической части
заключение

Приводятся выводы по работе
